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CAPACIDADES PREVIAS

Matematicas, fisica i analisis de circuitos de la fase inicial

COMPETENCIAS DE LA TITULACION A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Especificas:

CE4. (CAST) GREELEC: comprensi6 i domini dels conceptes basics de sistemes lineals i les funcions transformades i relacionades,
teoria de circuits eléectrics, circuits electrics, principi fisic de semiconductors i hfamilies logiques, dispositius electronics i fotonics,
tecnologia dels materials i la seva aplicacio per a resolucié de problmes per a I'enginyeria. (Modul de formacié basica).

Transversales:
CT6. (CAST) GREELEC:APRENENTATGE AUTONOM: Detectar deficiéncies en el propi coneixement i superarles mitjangant la reflexio
critica i I'eleccié de la millor actuacié per ampliar coneixements.

Basicas:
CB3. (CAST) GREELEC: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva
area d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexié sobre temes rellevants de caire social, cientific o étic.

METODOLOGIAS DOCENTES

- Clases expositivas

- Clases de problemas

- Entrega de problemas

- Examenes con cuestiones cortas y problemas
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Objetivos de aprendizaje de la asignatura:

El objetivo de este curso es ensefar a los estudiantes a un nivel introductorio los principios fisicos de dispositivos semiconductores y
ofrecerles una visidon general acerca de las razones por las cuales los dispositivos semiconductores son la base de la industria de la

electrénica.

En particular, se ensefia a fondo los fundamentos fisicos para, a continuacién, presentar en detalle diodos y transistores MOS y
bipolares. Ademas, se hard una breve descripcion y andlisis de las propiedades fundamentales de los dispositivos optoelectrénicos

basicos.

Resultados de aprendizaje de la asignatura:

- Capacidad para analizar y predecir el comportamiento general de los dispositivos semiconductores.

- Capacidad para cuantificar las propiedades eléctricas.

- Capacidad para obtener los diferentes modelos eléctricos que deben aplicarse en el analisis y disefio de circuitos.

HORAS TOTALES DE DEDICACION DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje
Horas grupo grande 52,0 34.67
Horas grupo pequefio 13,0 8.67

Horas aprendizaje auténomo 85,0 56.67

Dedicacion total: 150 h

CONTENIDOS

I. FUNDAMENTOS DE SEMICONDUCTORES

Descripcion:

I.1. Materiales semiconductores: estructura cristalina e indices de Miller.

1.2. Modelo atémico
1.3. Bandas de energia

I.4. Portadores de corriente en un semiconductor. Concepto de hueco.

1.5. Concentracién de portadores en un semiconductor
1.6. Transporte de portadores: corrientes de arrastre y difusion

1.7. Procesos de generacion y recombinacion
1.8. Ecuacion de continuidad.

Dedicacion: 14h
Grupo grande/Teoria: 14h

II. UNIONES P/N

Descripcion:

II.1 Unién P/N en equilibrio: diagrama de bandas
I1.2 Electrostatica.

I1.3 Corrientes en directa y en inversa.

I1.4 Modelo de control de carga y comportamiento dindmico

I1.5 Ruptura en inversa.

Dedicacion: 10h
Grupo grande/Teoria: 10h
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III. TRANSISTOR BIPOLAR

Descripcion:

III1.1 El efecto transistor

I11.2 Caracteristica corriente-tension en estatica
II1.3 Modelo de Ebers-Moll

II1.4 Modelo en pequefia sefial

II1.5 Efectos no ideales

Dedicacion: 8h
Grupo grande/Teoria: 8h

IV. EL TRANSISTOR MOSFET

Descripcion:

IV.1 Condensador MOS

IV.2 Caracteristicas estacionarias del MOS ideal. Modelo simple de control de carga
IV.3 Modelo en pequeia sefal

Dedicacion: 8h
Grupo grande/Teoria: 8h

V. DISPOSITIVOS OPTOELECTONICOS

Descripcion:

V.1 Heterouniones
V.2 LED’s

V.3 Laseres

V.4 Fotoreceptores

Dedicacion: 8h
Grupo grande/Teoria: 8h

SISTEMA DE CALIFICACION

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de
evaluacién comportara la calificacion de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Ademas, de acuerdo con la normativa de la
Universidad, la posible derivacién de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicara que la asignatura quede en
el estado provisional de "pendiente de evaluacidén" hasta la resolucidon del expediente. La gestion de estas incidencias se lleva a cabo
de acuerdo con el Marco de actuacién para la integridad académica en la evaluacién de la UPC.

Laboratorio: 10 %

Examenes parciales y problemas: 45 %
Examen final: 45 %

La nota de Laboratorio (10%) no es reevaluable
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